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： 我所“碲镉汞薄膜的光电跃迁及红外焦平面材
料器件研究”荣获2005年国家自然科学二等奖 

 来源：技术物理研究所网站 作者：任远 

  

    2006年1月9日，全国科学技术大会在人民大会堂隆重召开，我所“碲镉汞薄膜的光电跃

迁及红外焦平面材料器件研究”荣获国家自然科学二等奖。 

    碲镉汞薄膜的光电跃迁及红外焦平面材料器件研究是红外光电子信息学科的科学前沿，

主要研究碲镉汞半导体中的带间光吸收跃迁效应以及带内、杂质、声子光跃迁、载流子输运

和碲镉汞红外焦平面材料器件研制的基本物理问题。研究结果不仅发展了窄禁带半导体物理

学，而且可应用于碲镉汞材料设计、生长和表征以及器件研制，促进了我国xxx元、xxxxx元

的碲镉汞线列焦平面以及xx×xx元、xxx×xxx元碲镉汞焦平面阵列器件的研制成功，使我国

碲镉汞焦平面列阵器件的研制水平进入先进国家序列，为满足国家这方面的重大需求做出了

重要贡献。 

    该项科技成果是长期积累的硕果，是全所职工的骄傲，让我们继续发扬“求真、务实、

合作、守信”的所风精神，不断做出新的基础性、战略性、前瞻性的重大创新贡献。 

 

 相关信息：碲镉汞
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